? 1 I 1 1
MOSIS/Orhit
SCNA 12 ) Tanner Tools Pro for
Windows T-Spice Pro 4,02 [5]
(layout) L-Edit Pro 6.02 [6]
3[4
4.1,
1) +5 0
) 1
3) {58
4) 50
9)
4.2,
24,
VCL  5YNC
i i
Msjl ]j%w Mn{f M14 }i% E‘MG )
VIN Mc{Di ™ }—l
voc —1E~'A1'_M\2:)“—MG | —|[‘_ng_ M10 sz“_
.j' w |
M:ﬂ?—{EMA M11j M12 ?' M17 1
= i

24,



43.

25.

9

(14)

23



Id (uA)

Id (uA)

24

V.M 3 (/\ //\ )
= 10M
0359+ 7 gai0x1 0 4
= 1131V
kdc 3
50
l 3-1.137
’ 50x 10~3
= 36.26
IL, [2]
2 \KP{WJILX )
[2 +-4 V
3 A
A
20.
NMOS current
5 v
- - 'A__ivﬂllp_skcurrent -
0.0 0.5 10 15 2.0
vsd (V)
26.



25

A, 02 A 0.1 (23)
L
i \2
(NLY = Av(A2+ A4) | JKP
(36.26x (0.2+ 0.1)/2y x 10/
2.2021x10
= 1345
1L, 14
(22)

SR = 0.16+0.32 K(WZ/LZ) vifus

2x10x10“

16+ 0.32
Ll 3 2.2021x 10~5x 13

= 0245 7

C
0.245V [/
40.8 pF
. (P+) 1417
’ MC 28850
0xlc 240x120/ 2
M6
Ron Ron
2
Rn = dijdv* = Kp(W/L)(vgs-VIh ()
RonC
1/SR
VO Ron VoL 3

Ron.mC



26

10 pF
617.934x1 0'5X(5-3-0.9596),
Ax o 0848 fis
150 357 RonVBC
157 6 6 gL6
4
? M I
5 s 20 / ,
44,
me.r
| lfw
|
’—VIX. — v
;[;MS
GND
27.
21,
VCL F[I:
-0.143 \dc 2 M7, M8
M9 M10 veu -
0.143= \OC MO MI10

L'y = ol tw . ks (25)
K,(Wy/Ly) K,(W/Ly)



21

10 JLw=20 JL) 521
6

ILil= 12724, h2= k-0 Ix=10

4.5.

R2 % M1ej|_4 w4

| ;—‘_an
M19:_]T—] M17;“——-

28.

28 VT (VTreferenced source)
(bootstrap reference) [2]
_ 21,
I2R\ = VQSNW KAWy7|Ly7) + VthJVIM (26)
0 SO 3 (27)
l,=12= 10 =10
o1 2x10 fiA 0.959% _
RV = K 17.9380x105x10 + 105A - L8612
RL
(26) h RL
h=211=20 M16 10

JL,4=2W,6L,6 Rl 55,918



28

M14 M5

Rl 12= idM4 = 20
M5 M14 M5 { .4Lu = 40)
6L,6=40/2=20
M15 HL5=4 M18
M19 gL8=  9Lr9=4
R2 M19 50
50 M19
4.6. '
1 29.

pico farad

29,



Bias Current

Is
17 Is
Is
16 Is

M5)

M13)
M14)
M16)

15

14

Clamping Level (Vdc) (V)

30.

30. Vdc
1 3 M5, M13 2

Comparator Offset

5.0 Vdc
Vsync

4.5-

4.0

3.5

3.0-

2.5

20

15

10

0.5

0.0 r , , .
0.5 0.6 0.7 08 0.9 1.0, 1.1 12 13 1.4 15
Clamped Signal (V)

A\
|«

31



Volt (V)

Volt (V)

45

4.0

35

3.0

2.5.

20
15
10

0.5

00

5.0

4.5-

4.0-

3.5-

3.0-

2.0-

15

3L
M9 JLj=38
Comparator Offset (corected)
I
|
[
!
I
0.5 0.6 0.7 0.8 09 10 11 12 13
Clamped Signal (V)
32.
0.14
W aveform atVdc=IV
[ — -1 R o{ -
I 1 !
I ! 1
: 1 ;
| 1 1 1 1
1 | . 1
ey et
1 1 _ 1 '
e y 1 . 1 1!
1 {1 1 1 !
1 1 L -
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Time (us)
3.

0.2
32
e
Vsync
14 15
!
= _  Vdc
1 Vel
Vin
Vsync
1
1
1
1
L
50 55 60

30



501 -
45 1
4.0
35!
3.0}

25

Volt (V)

15

0.5

0.0J

34.

5.0]
45
4.0-]
3.5"
3.0-+
25 4
0,
5
11
0.
0.0)
0

(157.5048U, 2.9217 )

Volt (V)

35.

W aveform at Vdc=2V

33.-35.

Vdc
. 1- Vin
’ Vel
1 i 1 Vsync
1
1 1 1
| J 1 1
1
1
1 3 1 1
1 1 1 1
1
1 1
o 1
11 1
L J J
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Time (us)
2
W aveform at Vdc=3V
Vdc
Vin
Vel
Vsync
1
L.
10 15 20 2 30 35 40 45 50
Time (us)
3
1 15

3l



18
MI, M2
WJL, = 60
36.

32

35,

— - - —

55,918

ohms

50,000

ohms

40

pico farad

(design rules)  MOSIS

(VIN),
(SYNC) 7.

L-Edit Pro 6.02

37,38, .
4.3-45
(VDD), (GND)
(VL)
3.
39

283.2 x 2868 = 81,221.76
909.6 x 915.6 = 832,829.76



203 v3e
S B i
P2 {

< < -
31]'/1 38. 1AtIDAAIUIDILNUNAT

33



circuit)

Volt (V)

0.5-1

40.

40.
4.6

Layout Extracted Circuit Simulation

10

41,

20

25
Tim

30 35

e (us)

40

45

50

(layout

extracted

vDC

VN
VCr
SYNC

34



Volt (V)

35

Layout Extracted Circuit Simulation

VDC

VIN
4.5 1 VCIT

SYNC

5.0 r

3.0
2:5%

2.0~

151,
1.0+

0.5

Qo)

0 5 10 15 20 25 35 40 45 50 55

.30
Time (us)
41. 3

f
4.6 (netlist)
T-Spice

4.2

X 1 Q.AA2>2)9



	บทที่ 4 การออกแบบชิปแยกสัญญาณซิงก์ที่ใช้วงจรแคลมป์แบบสวิตซ์
	4.1. ข้อกำหนดคุณสมบัติของวงจรที่จะออกแบบ
	4.2. แผนผังวงจรที่ออกแบบ
	4.3. วงจรแคลมป์แบบสวิตซ์
	4.4. วงจรเปรียบเทียบแรงดันและแยกสัญญาณซิงก์
	4.5. วงจรไบแอส
	4.6. สรุปผลการออกแบบขึ้นในขั้นต้นและการจำลองการทำงานด้วยซอฟต์แวร์
	4.7. การออกแบบเลย์เอาต์ของชิป


